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2SH23,2SH24 

2SH23,2SH24 
プレーナ形シリコン等価単接合トランジスタ
Equivalent Unijunction Transistor{EUJT) 

2SH23, 2SH24は，従来の単接合トラ ンジ スタと等価

な機能を有する モノリン ソクIC化単接合トランジスタで

従来の単接合 トランジ スタに対して．温度特性．

経時安定性等が優れた画期的な製品です。

あり ，

これまでの単接合トランジスタと同様，簡単な回路構

成で最高 100kHzまでの発振回路を構成でき，位相制御

およぴイ ンパータ 回路の発振素子とし て，

子 として好適です。

•

• 

特

1

2

3. 発振電圧が大きい （従来の素子の 2倍あり，大型サ

ィリス タのトリガも容易）。

4. 

5. 

またタ イマ素

長

プレ ーナ構造により信頼性が高い。V

発振周期の温度特性および経時安定性が優れている。

ベース間抵抗が大きい（従来品の2倍あり，消費電

力が小さくなる）。

谷点電流は負荷抵抗，電源電圧に対して一定であり，

回路設計が容易である。

6. 開放電圧比 7のばらつきが小さい（士 5%) ~ 

スイッ チングスピードが速〈，小容量の発振コ ンデ
7. 

ンサにて大きな出力が得られる。

8. 従来の単接合トラン ジスタのかわりにそのまま使用

でき る。

•••• 

用

ー
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4

途

サイ リス タ位相制御回路のトリ ガ用

サイリス クイ ンパー タ回路のト リガ用

クイ マ回路

その他，通信機誓報機，等の発恨回t各

外形図 （単位： mm) 

電極接続

①ペース 1(B1) 
（ケ ース）

②ペース zrn2l 
③ エ ミッタ(E)

し

①（ケース）E~:: 
EUJTの専価回路
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2SH23,2SH24 

最 大定 格

項 目 略号（注I)(注2) 定
-?.. 1• 

格 単 位 備 考

損 失 p 450 mW Ta=25℃ . 
ヽ

エミ ッ タ ベー ス間電圧 Ve2E 30 ， V ． 
ベ ス 間 電 圧 Vee 30 V 

せん頭エ ミッ タ電流 IEM 2 A パルス幅10μs

直流ェ ミ ツ タ電流 IE 100 mA 

接 合 温 度 Tj 125 ℃ 

保 存 温 度 T ,tg -40-+150 ℃ 

電気的特性 (Ta=25℃)

1i -

荘—
1・ 見.-

略号（注1) 規 格
項 目 ＊ ク 件 単位（注2)

MIN. TYP. MAX. 

ベ ス 間．、抵 抗 Ree Vee=30 V, IE= 0 8 15.5 20 ぬ

工 ミ ツ 夕 逆 ＿電-"・ 流 IEO Vee=30 V, Ve,=O 0 .01 1.0 μA 

工 ミ ツ 夕飽 ク和／`電 ．、圧 VEBH, ● t) Vss=20 V, IE=SO mA 2.3 3.0 V 

開 放 電 圧 比 ，， Vee=20 V 0.58 0.61 0.64 

‘ 電 流 -
2 S ~ 23 ； 1 4.0 

ピ - .-ク 点 Ip Ves=20 V μA 
2 S H24 4 12 

谷 点 電 ” 流 ,,. Iv Vee=20 V 7 18 , 25 mA 

谷 .. 占ヽヽ 電 圧 Vv Vee=20 V 2 .1 3.0 V 

発 振 電 寸王 Voe1 Re1=20 n ,cT=0 .2µF (注 3•) 7 .4 V 'ヽ

!~ 
（注 I)基 本 特性 （注 2)略 号 （注 3)発振電圧条件

`̂ V ►: I ll 

lf.o 

V I 
20 V 

旦

40.4 
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2SH23,2SH24 

図 1 Iv-Rei特性 図2lv-V BB 特性
25 

20 

5
 

ー
(F)>I 冦
II'10 

~ 

ゅ

Ta=25℃ 

V88=20 V 
TYP. 

I 

I 

゜
100 200 300 

゜ペース 111襖地砥抗 Re, (Q) 
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ペース間電圧 V88 (V) 

図 4V081 - Rei特性
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2SH23,2SH24 

図 6 lp-V88特性 図 7Ip-Ta特性
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使用上の注意 ，
 (1) 変調ペース電流

変調ペース電流は，従来の単接合トランジスタが数10mAのオーダであるのに好して，をSH2'3,2SH24では 3 mA程度です。

したがって図8-aのように．ペース 2端子より信号を得る回路では，十分な信号出力が得られませんのでこのような湯合は図8-b,

図8-cの回路をご使用 〈ださい。 J 

一

』

9
,

9

つ

_,,-ベ
(2) ペース 11則接地抵抗Rs1とペ_-ス間電圧Vss ， .. 

谷点電流はペースー1 側接地抵抗やペース間電圧Vee に対 してほぼ一定\~'ので; Re1. が極めて大きい回路 (Re1=200Q以上）

とか．，ゞルストランスを使用する場合でも．巻数比が2: 1 (F次/2次）以上のような特別なイ ンダクタ ンス特性のトラ ン

スを使用する回路そ・は． コン＝1了ンサCTの放電電流が谷点電流Ivに達しない ためオ ンできません （対策例図 9参照）。

また、電源電圧が 5-6V以下と低い場合につパては従来の UJTと(7)1! き換えの際に注意が必要です。

-・ヽ ·• .;, 一

なお．出カバルス増幅が必要な場合には．図10のような一般のペル、ス増幅回路の他に．図11のよ うな回路にすること により．

みかけの谷点電流I~ を小さ 〈し. CTの放電電流幅を拡げることでバルス幅の培幅もできます。

（パルス幅は Reiを
Rei 

RT//Ree 
V1< VeEの条件を満足する範囲で可変し調竪できます。）

なお図11の回路のーダイオー ドD1はCTの放電寛流が．エミ ッタからペー ス2端子へ流れることを防ぐために挿入す るし のです．

(3) 直列抵抗

2SH23, 2SH24はエミ ッタ飽和電圧や内部抵抗が極めて小さいので．図12のように CTの放電ループ内に直列抵杭Rs=5 l2以上

を入れ．電流のせん頭値をおさえる必要があります。

(4) 端子の誤接続

2SH23, 24は図13のようにペース 1(81). ペー ス2(82), エ ミッ タ(E)端子に等filli的に．ダイ オードD1-D3が1妾紐さtLてい

ます。実装時に接続を誤まると電源を投入 して も正常に動作しないばかりか．紫子の特性 を劣化させる こともあ りますので柱

意して〈ださい。
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図8-c

v, 

v, 

~ 

図8-a ペース 2端子より信号を得る回祁

（この回枯は帷葵できません）

ト

ペース2端子より信号を得る回路の対策例 2

図10 一般のバルス増幅
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但し V1 <VeE Re,+ Ree 

卜

図8-b
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2SH23,2SH24 

ペー ス2端子より 信号を得る回路の対策例 1

I ._ 

図9 巻粒比2対 1の場合の対策例

(R。の挿入）

RT 

Cr 

図11 バルス増幅回路

RT 

Cr 

]と竺負荀ヘ
パルストランス

巻徴比 2: 1 

2SC9U 

I'v=. _': 伍し
Ru, 

Rn, 
但し V,< V111: Rr.l"R1111 
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2SH23,2SH24 

図12 直列抵抗の挿入 図13 等価的に接続されてい るダイオー ド

RT 
ペース Z(B1)

＂ v, 

CT 

ペース 1(B1) 

図14 EUJTを使った発振回路温度特性例
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